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Siemens MOSFET Transistor BF966S Datasheet

Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode BF 966 S

& For Vorstufen in UHF-
TV-Tunern

# Hohe Steilheit
& Klaine Rauschzahl

Typ | BF 966 S
Best.-Nr. | QB2702-F438

Grenzdaten

Drain-Source-Spannung Vog 20 v
Drainstrom Iy 30 A
Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom * I i 10 A
Gesamtveriustleistung P 200 m
T.= 60°C

Lagertemperatur Tat —55...+150 e
Kanaltemperatur Tem 150 g
Warmewidarstand

Sperrschicht-Umgebung . " | =450 | KW
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Kenndaten (T, = 25°C)
Gleichstromdaten min | typ max

Drain-Source-Durchbruchspannung V.anioe 20 - - v
by=10pA, —Vge= —Vos =4V

Gate 1-Source-Durchbruchspannung + Vigrjoise | 8.5 - 17 v
t}ﬂﬁ- TDI'I'I.A. Vm'-' Vns-ﬂ

Gate 2-Source-Durchbruchspannung + Vigrigess | 8.5 - 17 v
:t.l‘m-s- ‘l'am*. VG1E- Vg-g-u

Gate 1-Reststrom * ores - . 50 nA
tV,;,s-ﬁ'u", Vm— Vm-n

Gate 2-Reststrom * fogs - - 50 nA
+ Vope =5V, Vo= Vo =0

Drainstrom - 2 — 20 mA,
Vn_\-, = 15"*. VGIS = 0. VL'-E'S -4v

Gate 1-Source-Abschnlrspannung — Vora - - 25 v
Fus-15v| anﬂv, "D-mm v

Gate 2-Source-Abschnlrspannung — Vazs im
Voe =15V, Vgg= 0, Iy = 20 pA

Wechselstromdaten

Vorwirtssteilheit T 15 18 — mS
Vog =15V, [ = 10 mA, Ve =4V, F=1kHz

Gate 1-Eingangskapazitat Cotas - 243 - pF
Vs =15V, I = 10 MA, Vose = 4V, f= 1 MHzZ

Gate 2-Eingangskapazitat Cozan - 11 - pF
VDE'-- 15V, ID = 10 mA, Vgﬁ =4V, f=1MHz

Rickwirkungskapazitat Cagt &5 25 — fF
Vs =15V, Iy = 10 MA, Vg = 4V, f= 1 MHz

Ausgangskapazitat Cisa - og - pF
Vog= 15V, fn = 10 mA, Vg = 4V, F= 1 MHE
Leistungsverstarkung G
Vog =15V, Ip = 10 mA

f=200 MHZ, G =2mS, G =05m5 — 25 — de
(MeBschaltung 1)
f=800MHz, G; =33mS, G _=1mS — 18 — dB
(Mefschaltung 2)

Rauschzahl F
Vo =15V, I = 10 mA

f=200 MHz, G;=2mS, G, =05mS — 1 — dB
(MeBschaltung 1)
f=B00MHz, Go=33mS. G, =1mS — 18 e dB
(Mefischaltung 2)

Regelumtang AG,, 40 - - dB
Vg = 15 V, Voo = 4. —2 V. =800 MHz
{MeBschaltung 2)
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Drainstram Iy, = f(¥gg) Gate 1-Eingangshapazitét c ., = [Vgs)
Vps = 16V Wgos = 4V, Vog = 15V
Joss = 10 MA, F = 1 MHZ
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Leistungsverstirkung G, = [ (V) Rauschzahl F = [WFgas)

Vos = 15V, Vg = OV, Jpes — 10mA
f= 200 MHz (5. Meflschaltung 1)

Vos = 16V, Vgis = OV, fggs = 10 mA
! = 200 MHz (5. Mefzchaltung 1)
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Leistungsverstérkung G, = §(Vgas) Rauschzahl F = (Vg

Vo = 15V, Vgig = OV, fogs = 10mA
f = 800 MHz (s MeBschaltung 2)
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Gate 1-Eingangsieitwert j,, Gate 1-Steilhelt y.,,
Vo = 15V, Vggg = 4V Vos = 15V, Ve = 4V
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Mefschaltung 1 fiir Leistungsverstirkung und Rauschen
f= 200 MHZ, Gy =2mS, & =05ms
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Mefschaltung 2 fUr Lelstungsverstérkung, Reuschen und Kreuzmodulation
f=B00MHz, Gz =33m5, G, =1.0m5
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